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В последнее время все более широкое применение находят полупроводниковые детекторы на основе кремния. Создание таких детекторных структур связано с более подробным и глубоким пониманием электрофизических свойств  исходного кремния большого диаметра.
В работе рассматривается вольтфарадные характеристики гетероструктуры на основе αSi-Si(Li) больших размеров. Гетероструктуры αSi-Si(Li) изготавливались из кремния р-типа. Удельное сопротивление ρ=3000
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7000 Ом.см, время жизни τ=300 мкс. Гетероструктуры создались по технологии представленной нами в работе
.
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На рис.1 приведена вольтфарадные характеристики гетероструктуры αSi-Si(Li) при комнатной температуре. Анализ C(V) характеристики показывает, что в исследуемой гетероструктуре αSi-Si(Li) аморфный слой придает некоторую особенность, о чем свидетельствуют различные значения емкости аморфного слоя (Сi) и слоя объемного заряда (Сmin) при различных значениях тестового сигнала. С увеличением величины тестового сигнала (f) уменьшаются значения Ci, Сmin и отношения Сi/Cmin. При этом значение напряжения, при котором объемный заряд полностью охватывает всю толщину базового слоя структуры, сдвигается в сторону малых напряжений. Частотная зависимость емкости Cmin, показывает неоднородность базового i слоя, детекторной структуры, которая имеет p-типа проводимости и сильно компенсирована с ионами лития (Li). 

А частотная зависимость емкости аморфного слоя (Сi) объяснятся  следующим образом. Вероятно, роль аморфного слоя в αSi-Si(Li) детекторной гетероструктуры является то, что даже до установления термодинамической равновесии (до V=0) общий емкость структуры равен емкости аморфного слоя Ci не зависимо от частоты тестового сигнала. Это означает, что на границе раздела αSi-Si(Li) гетероструктуры до установления режима обогащения, накапливается такая концентрация неравновесных дырок, емкость которых намного превосходит емкости аморфного слоя. Однако, одно очевидно, что объемные дефекты в аморфном кремнии не причастны к этим явлениям. В противном случае наблюдались бы значительные токи утечки из-за тунелирования  дырок через эти дефектные центры.



Рис.1.Вольтфарадные характеристики 


гетероструктур αSi-Si(Li) при комнатной температуре. 1) 0,465 МГц, 2) 1 МГц, 3) 3МГц, 4) 5МГц 
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